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【手続補正書】
【提出日】平成24年3月15日(2012.3.15)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　印刷可能な半導体素子を製造するための方法であって、
　（１１１）方位を有し、且つ、外面を有するシリコンウエハを設けるステップと、
　前記シリコンウエハの前記外面上に複数の凹状形態部を形成するステップであって、前
記凹状形態部の各々が、露出したシリコンウエハの底面及び側面を有する、該ステップと
、
　前記凹状形態部の前記側面の少なくとも一部をマスキングするステップと、
　前記複数の凹状形態部の間をエッチングするステップであって、該エッチングが前記シ
リコンウエハの＜１１０＞方位に沿って発生することによって前記印刷可能半導体素子が
製造される、該ステップと、
を含む方法。
【請求項２】
　前記エッチングが、前記シリコンウエハの＜１１１＞方位よりも速い速度で、前記シリ
コンウエハの＜１１０＞方位に沿って進行する、あるいは、前記エッチングが、前記シリ
コンウエハの＜１１１＞方位に沿って進行しない、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記複数の凹状形態部の間をエッチングする前記ステップが、隣接する凹状形態部間で
前記シリコンウエハの＜１１０＞方位に沿って進行することによって、前記隣接する凹状
形態部の間に位置する前記印刷可能半導体素子を少なくとも部分的にアンダーカットする
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、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記凹状形態部が、互いに離間した第１及び第２のチャネルを備え、前記複数の凹状形
態部の間をエッチングする前記ステップが、前記シリコンウエハの＜１１０＞方位に沿っ
て前記第１のチャネルから前記第２のチャネルへと進行することによって、前記第１及び
第２のチャネル間の前記印刷可能半導体素子の少なくとも一部をアンダーカットする、請
求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記外面上に前記複数の凹状形態部を形成する前記ステップの後に、前記シリコンウエ
ハの前記外面上に熱酸化物層を成長させるステップを更に含む、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記印刷可能半導体素子を前記シリコンウエハから切り離すステップを更に含む、請求
項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記シリコンウエハがバルクシリコンウエハである、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　印刷可能半導体構造であって、
　印刷可能半導体素子と、
　前記印刷可能半導体素子に対して接続されており、マザーウエハに対して接続された第
１のブリッジ素子と、を備え、
　前記印刷可能半導体素子及び前記第１のブリッジ素子が前記マザーウエハから少なくと
も部分的にアンダーカットされており、
　前記印刷可能半導体素子を転写デバイスと接触させることにより前記第１のブリッジ素
子を破断させることができ、それにより、前記印刷可能半導体素子を前記マザーウエハか
ら切り離す、印刷可能半導体構造。
【請求項９】
　前記転写デバイスがエラストマスタンプである、請求項８に記載の印刷可能半導体構造
。
【請求項１０】
　前記印刷可能半導体素子及び前記第１のブリッジ素子が前記マザーウエハから完全にア
ンダーカットされる、請求項８に記載の印刷可能半導体構造。
【請求項１１】
　前記第１のブリッジ素子、前記印刷可能半導体素子、及び、前記マザーウエハが、単一
半導体構造を構成する、請求項８に記載の印刷可能半導体構造。
【請求項１２】
　前記第１のブリッジ素子が、前記印刷可能半導体素子の第１の端部に対して接続される
、請求項８に記載の印刷可能半導体構造。
【請求項１３】
　前記印刷可能半導体素子が第１の平均幅を有し、前記第１のブリッジ素子が、前記第１
の平均幅よりも少なくとも１．５倍小さい第２の平均幅を有する、請求項８に記載の印刷
可能半導体構造。
【請求項１４】
　前記マザーウエハから少なくとも部分的にアンダーカットされる第２のブリッジ素子を
更に備え、
　前記第２のブリッジ素子が、前記印刷可能半導体素子に対して接続されており、前記マ
ザーウエハに対して接続されており、
　前記印刷可能半導体素子を転写デバイスと接触させることにより前記第２のブリッジ素
子を破断することができる、請求項８に記載の印刷可能半導体構造。
【請求項１５】
　前記印刷可能半導体素子が、第１の端部及び第２の端部で終端する長手方向主軸線に沿
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って所定の長さにわたって延びる半導体リボンを備え、
　前記第１のブリッジ素子が前記第１の端部に対して接続され、前記第２のブリッジ素子
が前記第２の端部に対して接続される、請求項１４に記載の印刷可能半導体構造。
【請求項１６】
　前記第１のブリッジ素子、前記第２のブリッジ素子、前記半導体リボン、及び、前記マ
ザーウエハがモノリシックな半導体構造である、請求項１５に記載の印刷可能半導体構造
。
【請求項１７】
　前記第１の端部が第１の断面積を有し、前記第２の端部が第２の断面積を有し、
　前記第１のブリッジ素子が、前記第１の端部の前記第１の断面積の５０％よりも少ない
断面部分に対して接続され、
　前記第２のブリッジ素子が、前記第２の端部の前記第２の断面積の５０％よりも少ない
断面部分に対して接続されている、請求項１５に記載の印刷可能半導体構造。
【請求項１８】
　前記第１及び第２のブリッジ素子が、約１００ナノメートルから約１０００ミクロンの
範囲から選択される平均幅と、約１ナノメートルから約１０００ミクロンの範囲から選択
される平均厚さと、約１００ナノメートルから約１０００ミクロンの範囲から選択される
平均長さとを有する、請求項１４に記載の印刷可能半導体構造。
【請求項１９】
　印刷可能半導体素子を転写デバイスに対して転写する方法であって、
　印刷可能半導体素子を備える印刷可能半導体素子構造と、前記印刷可能半導体素子に接
続され且つマザーウエハに接続される少なくとも一つのブリッジ素子とを設けるステップ
であって、前記印刷可能半導体素子及び前記ブリッジ素子が前記マザーウエハから少なく
とも部分的にアンダーカットされる、該ステップと、
　前記印刷可能半導体素子を、接触面を有する転写デバイスと接触させるステップであっ
て、前記接触面と前記印刷可能半導体素子との間の接触が前記印刷可能半導体素子を前記
接触面に結合させるステップと、
　前記ブリッジ素子の破断を行なうように前記転写デバイスを移動させ、それにより、前
記印刷可能半導体素子を前記マザーウエハから前記転写デバイスへと転写させるステップ
と、
を含む方法。
【請求項２０】
　前記転写デバイスが形状適合可能な転写デバイスであり、
　前記コンフォーマブル転写デバイスの前記接触面と前記印刷可能半導体素子の外面との
間で形状適合接触が確立される、請求項１９に記載の方法。
【請求項２１】
　基板の受容面上に印刷可能半導体素子を組み立てるための方法であって、
　印刷可能半導体素子と、前記印刷可能半導体素子に接続され且つマザーウエハに接続さ
れる第１のブリッジ素子とを設けるステップであって、前記印刷可能半導体素子及び前記
第１のブリッジ素子が前記マザーウエハから少なくとも部分的にアンダーカットされる、
該ステップと、
　前記印刷可能半導体素子を、接触面を有する、形状適合可能な転写デバイスと接触させ
るステップであって、前記接触面と前記印刷可能半導体素子との間の接触が前記印刷可能
半導体素子を前記接触面に結合させる、該ステップと、
　前記第１のブリッジ素子の破断を行なうように前記形状適合可能な転写デバイスを移動
させるステップであって、それにより、前記印刷可能半導体素子を前記マザーウエハから
前記形状適合可能な転写デバイスへと転写させ、その結果、その上に前記印刷可能半導体
素子が配置される前記接触面を形成するステップと、
　前記接触面上に配置された前記印刷可能半導体素子を前記基板の前記受容面と接触させ
るステップと、
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　前記形状適合可能な転写デバイスの前記接触面と前記印刷可能半導体素子とを分離させ
るステップであって、前記印刷可能半導体素子が前記受容面上へ転写されることによって
、前記基板の前記受容面上に前記印刷可能半導体素子を組み立てる、該ステップと、
を含む方法。


	header
	written-amendment

